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摘要(译)

本发明公开了一种电荷共享型像素结构，其具有第一子像素和第二子像
素，每个子像素包括晶体管。第二子像素还具有第三晶体管和顶栅电
极。当第三晶体管导通时，施加到第一子像素的液晶电容器的原始灰度
级由于与其他电容器共享的电荷而变化。顶栅电极根据偏置信号改变第
三晶体管的阈值电压，以进一步调整施加到第一子像素的液晶电容器的
灰度电压的变化。
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